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1. 緒言 我々は、結晶シリコン太陽電池セルの高効率化と低コスト化に向けイオン注入プロセス

の本格導入を目指している。今回は、エミッタ（ボロン層）、FSF（リン層）、BSF（リン層）の形

成全てにイオン注入法を用いて裏面電極型セルを作製したので報告する。 

2. 実験方法 n 型 CZ シリコン基板の裏面（電極面、疑似ミラー）全面にボロン注入した後、活

性化アニール処理を施した。バリア膜を成膜後、フォトリソグラフィーのパターニングによって

BSF 領域のみを開口し、ドライエッチングとウェットエッチングを併用してボロン層を除去した

後、リンイオンを注入した。さらに受光面（テクスチャー）へリンイオンを注入した後、リン活

性化の同時アニールによって BSF と FSF を形成した。パッシベーション膜（アルミナ膜）と反射

防止膜（窒化膜）を成膜した後、スクリーン印刷を用いて電極を形成した。 

3. 結果と考察 我々はエミッタ形成後に BSF を形成する簡易プロセスフロー（パターニング一回

のみ）を確立した。図 1 は今回作製したセルのエミッタと BSF の境界付近のキャリア分布像であ

る。エミッタ領域においては表面に沿った均一な深さに p-n 接合が形成されている。BSF 領域に

は表面に沿って n 層（リン拡散層）が形成されている。エミッタと BSF の境界に形成されている

深さが約 2µm の段差は、ボロン層のエッチングによるものである。段差側壁に観察された n 層は、

BSF を形成するときのリンイオン注入に起因する。BSF 領域へのリンイオン注入は側壁のボロン

層にも影響し、p-n 接合が浅くなり空乏層幅も狭くなっているが、I-V 特性でのリークは見られて

いない。図 2 は今回作製したセルの I-V 特性である。現在、変換効率 20.5%を達成しており、さら

なる高効率化に向けて各種条件の最適化を行っている。本研究は、新エネルギー・産業技術総合

開発機構(NEDO)の支援のもとに実施された。関係各位に感謝申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 エミッタと BSF の走査型容量顕微鏡像   図 2 イオン注入裏面電極型セルの I-V 特性 
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